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Siire 150 dakikadir. Sorular Es Puanhdir. Tiim sorular vanitlanacaktir. Kendi Not ve

Kitaplarinizdan vararlanabilirsiniz.

Sorulardakit MOS tranzistorlar icin Vv = 0.8V, Vip = -0.8V, kn’ = 2kp’ =
24uA/ V2, Ay = 0.01V, Ap = 0.02V" olarak verilmistir.

1. Sekil-1'deki diigiik giiriiltiilii islemsel kuvvetlendiricideki PMOS tanzistorlar icin giiriilti
gerilimi v =1.562x1077V*/H , NMOS tranzistorlar icin v =4.62x10""F?/ % olarak
belirlenmigtir. Tranzistor boyutlart (W/L). = (W/L)z= 2/1, (W/L)z = (W/L)4 = 1/1, (W/L)s = 5/1
olarak verilmigtir. I, = s0p4, I2 = 300pA olacaktir. Akim kaynaklarimin getirecegi giiriiltii
bilesenleri ihmal edilebilir. Kuvvetlendiricinin girisine indirgenecek esdeger giiriiltii gerilimini
bulunuz.

2. CMOS OTA yapilan kullanilarak Sekil- 2a’da verilen birim kazancli band gegiren OTA-C
siizgeci gerceklestirilecektir. Siizgecin transfer fonksiyonu
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seklindedir. Akort frekansi fr = 100kHz, deger katsayis1 Qr = 1.5 olacaktir. OTA’larin (Gm )
egimlerinin es ve 70uA/V olmasi isteniyor. CMOS OTA’da digiim kapasiteleri Cni = 0.2pF
olarak belirlenmistir.

a- Cive C: kapasitelerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz.

b- OTA-C stizgeci Sekil-2b’deki CMOS simetrik OTA ile gerceklestiriliyor. OTA'min yiikselme
egiminin en kéti durumda YE=0.5V/psn olmasi istenivor. (W/L)s =(W/L)s =1,
(W/L);= (W/L)s = 3, (W/L)s = (W/L)s = 2 olarak verilmistir. Giris tranzistorlannin (W/L)
oranin ve Ia kutuplama akimini bulunuz. Giris isaretinin degisim araligini belirleyiniz.

3. Sekil-3’deki akim tasiyicida tim n kanalli tranzistorlarin boyutlart (W/L)n =6, tim p
kanalli tranzistorlarin boyutlarnn da (W/L)s = 3 olarak verilmistir. (I. = I= =200pA,
Rx = 5000 Ohm, AVr= 2mV, A(W/L)/W/L = %2)

a-Vosgirig dengesizlik geriliminin degerini belirleyiniz.

b- Devrenin &, gerilim izleme hatasini; vy, x ve z uglarindan gériilen ry, rx, rz direncglerini
hesaplayimz.

c- Sekil-3b’de verilen genel osilatér yapisi kullanilarak bir siniis osilatorii gerceklestirilecektir.
Kullanilacak kondansatorlerin kapasiteleri 50pF = Ci <500pF bdlgesinde segilecek ve osilasyon
frekansi fo = 50kHz olacaknr. Genel yapidan hareketle uyvgun bir osilatér topolojisi secerek
eleman degerlerini (kondansator kapasitelerini, direng degerlerini) belirleyiniz.

4- Sekildeki band aralif1 referansi devresinde T: tranzistorunun A: emetor kesit alani T.
tranzistorunun A; emetdr kesit alanimin K katidir.

kT I
a- me = VBEQ + ?[1+??J£H(K-)

oldugunu gosteriniz.



b- (kT/q) = 26 mV, K =2, T tranzistoru icin ters doyma akimi Is; = 10154, (W/L)s = (W/L)a,
A = 1/3 olarak verilmigtir. aVgg/8T =-2.5mV/CC, 3Vr/5T = 0.085mV/OC dir. Ts tranzistorunun
akiminin 200p4 olmasi istenmektedir. R: ve Rz direncleri nasil secilmelidir?
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